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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成24年9月13日(2012.9.13)

【公開番号】特開2010-80943(P2010-80943A)
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【年通号数】公開・登録公報2010-014
【出願番号】特願2009-194370(P2009-194370)
【国際特許分類】
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   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/522    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8238   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/092    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/08     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/90    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/283   　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/285   ３０１　
   Ｈ０１Ｌ  21/28    　　　Ｋ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｎ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｔ
   Ｈ０１Ｌ  27/08    ３２１Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  27/08    ３３１Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  23/28    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月26日(2012.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に半導体素子及び前記半導体素子と電気的に接続された第１の電極を形成し、
　前記半導体素子と電気的に接続された第１の電極上に絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜中に第１の加速電圧で第１のイオンを添加する第１のドーピング工程を行い
、前記絶縁膜中の第１の深さに第１の欠陥部を形成し、
　前記絶縁膜中に、前記第１の加速電圧とは異なる第２の加速電圧で、第２のイオンを添
加する第２のドーピング工程を行い、前記絶縁膜中の前記第１の深さとは異なる第２の深
さに第２の欠陥部を形成し、
　前記第１及び第２の欠陥部上に、金属元素を含む導電材料を形成し、
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　前記第１及び第２の欠陥部のうちの上方の欠陥部から、下方の欠陥部に、前記金属元素
を拡散させることにより、
　前記絶縁膜中に、第１の電極と、前記金属元素を含む導電材料とを電気的に接続する導
電領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　基板上に半導体素子及び前記半導体素子と電気的に接続された第１の電極を形成し、
　前記半導体素子及び前記半導体素子と電気的に接続された第１の電極上に絶縁膜を形成
し、
　前記絶縁膜中に第１の加速電圧で第１のイオンを添加する第１のドーピング工程を行い
、前記絶縁膜中の第１の深さに第１の欠陥部を形成し、
　前記絶縁膜中に、前記第１の加速電圧と同じ電圧で、前記第１のイオンとは異なる第２
のイオンを添加する第２のドーピング工程を行い、前記絶縁膜中の前記第１の深さとは異
なる第２の深さに第２の欠陥部を形成し、
　前記第１及び第２の欠陥部上に、金属元素を含む導電材料を形成し、
　前記第１及び第２の欠陥部のうちの上方の欠陥部から、下方の欠陥部に、前記金属元素
を拡散させることにより、
　前記絶縁膜中に、第１の電極と、前記金属元素を含む導電材料とを電気的に接続する導
電領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記第１のイオンまたは第２のイオンは、水素イオン、又は希ガスイオンのいずれかで
あることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記第１のイオンと第２のイオンは、同じイオンであることを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか一項において、
　前記第１のイオンと前記第２のイオンは異なるイオンであることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記絶縁膜は、酸化珪素膜、窒化珪素膜、窒素を含む酸化珪素膜、酸素を含む窒化珪素
膜のいずれかであることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記絶縁膜は、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、ベンゾシクロブテン、ア
クリル、エポキシ、シロキサン材料、ポリシラザン材料のいずれか一種または複数種を単
層または積層で形成されていることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記金属元素は、アルミニウム（Ａｌ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タン
タル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金
（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネオジム（Ｎｄ）のいずれかであることを特
徴とする半導体装置の作製方法。
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